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TRANZYSTORY n-p-n , , 23-74/2
BFP519, BFP520 i BFP521

SWW 1156-213

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy wielkiej Prad zerowy

czgstotliwosci. : . kolektor-baza

Sa przeznaczone do stosowania w uktadach wzmacniaja- przy Ucs = 20V,

cych i generacyjnych'w zakresie czestotliwo$ei do 100 MHz tamb = 398 K )

oraz w ukladach przelaczajacych §redniej szybkoS§ci. (125°C) Icso - 30 pA

Napiecie przebicia
- kolektor-baza
' przy Icpo = 10pA Upricss 70 - Vv
Napiecie przebicia
kolektor-emiter

przy Ic =10mA, Ugrice 50 - v

7421 Napiecie przebicia

53-g, emiter-baza

o _— . przy Ieso = 10pA  Uprzso 5 -V

:: ki > :‘\:T Napigcie nasycenia

& o1 B § ] kolektor-emiter

35 5: = przy Ic = 20 mA,

§ lg Ia = 2mA Uczng _— 0,5 \'

Napigcie nasycenia
baza-emiter

Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Ko- przy Ic = 20 mA,

lektor jest polgczony elektrycznie z obudows.

Is=2mA UBEsat —_ 1 v
Wspblczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
“przy Ic = 10 mA,
DANE TECHNICZNE - Ucg=8V - hye kL II 20 35 —
; 1 R kL IIT 30 90 —
. — kL. V. 170 1M —
Wartosci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych kl. VI 150 350 —

Typ - BFP519 BFP520 BFP521 TRANZYSTOR BFP520

Napiecie kolektor-baza Ucagy 70 50 30 v

Parametry statyczne
Napigcie kolektor-

-emiter : Ucso 50 30 15 v przg' tamp = 208 K
Napigcie emiter-baza  Ugpg 5 5 5 v (25°C) min, maks,
Prad kolektora Ic 50 50 50 mA Prad zerowy s
Prad szczytowy kolektor-baza |
kolektora Icm 200 200 200 mA przy Ucsy = 20V ‘Icpy e 100 nA
Prad bazy Is 5 5 5 . mA Prad zerowy
Moc kolektora Pc 300 300 300 mA kolektor-baza
Temperatura zlgcza ty 423 K (150°C) przy Ucmy = 20V,
Zakres temperatury przy; tamp = 398K ‘
sktadowania tatg 218...398 K (—55...+125°C) (125°C) Icso - 30 pA

Napiecie przebicia
kolektor-baza

TRANZYSTOR BFP519 przy Icso = 10pA  Upresy 50 - Vv
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
Parametry statyczne
v y‘ o ol e przy Ic = 10 mA U(BR)CIO 30 — v
Q¥ 0 Przy tams = 298 K Napigcie przebicia
W \\ « ) P{25°0) min, maks. emiter-baza
\ |\GL9/\ Prgd zerowy - przy Igso = 10pA Usrizse 5 - v

) =) ;.k kolek'gor-baza * Podzialu na klasy dokonuje si¢ na zyczenie odbiorcy ckresione
o B przy Ucpe =20V Icpp - 100 nA w zamowieniu. C



http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?keyword=BFP521
http://www.jdbpcb.com/J/
http://pdf.dzsc.com/

23-74/2

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,

I =2mA Ucgsat —_ 0,5 A%
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic= 20 mA,
IB = 2 mA UBEaat - 1 v
Wsp6tezynnik
wzmocnienia prag-
dowego*
przy Ic = 10 mA,
Ucg=6V heg  k1.II 20 35 —_
o k1. 11130 90 —
kL.V 70 170 —
kl. V1150 350 —_

TRANZYSTOR BFP521

Parametry statyoczne

Przy tams = 298 K

(25°C) min. maks.
Prad zerowy

kolektor-baza :

pPrzy Ucse =20V Icgg —_ 100 - nA

Prad zerowy

kolektor-baza

przy Ucpy = 20V,

tamb =398 K (125°C) ¢, — 30 uA
Napiecie przebicia :

kolektor-emiter

przy Ic = 10mA  Ugggycso 15 -V
Napigcie przebicia

kolektor-baza

przy Icps = 10pA  Upgycsy 30 — v
Napiecie przebicia ’
emiter-baza
. brzy Iepo = 10pA  Ugreso 5 -V
Napigcie nasycenia
kolektor-emiter -
przy Ic = 20 mA,
IB = 2 mA UCEsat ’ -_ 0,5 v
Napiecie nasycenia - :
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ip =2mA Usgsat — 'S V.
Wspblezynnik
wzmocnienia pra-
dowego‘ PR
przy Ic = 10 mA, ) .
Ucg =6V, hye KLII 20 . 35 —
" ' kl. 11T '30 70—
klL.V 170 . 170. —
kL. VI 150 350 —

TRANZYSTORY BFP519, BFP520 i BFP521

Parametry dynamiczne

przy tu,;,b = 208 K e
(25°C) min. typ.

maks.
Czestotliwosé graniczna.
przy Ic = 5 mA, o
Ucz =10 V, - .
f =100 MHz LI .. 180 — —

MHz

*.Podziatu na klasy dokonuje sie na’ zyczenie odbiorcy okreSlone

w zamobwieniu,

Stala czasu sprzezenia

zwrotnego

przy Ic = 5 mA,

Uce=18V,

f = 5MHz
Pojemno$é kolektora

przy Ic =5mA, ,

‘UCE =10 V,

f=5MHz Ce — 5 8
Impedancja wej§ciowa

przy Ic = 2mA,

UCE=5V,f=1kHZ hue — 8 -_—
Wspbiczynnik napig-

ciowy sprzezenia

zwrotnego

przy Ic = 2mA,

UCE=5V,f=1kHZ h1ge —
Warto§é malosygnatowa

wspblczynnika

wzmocnienia prgdo-

wego

przy Ic = 2mA,

Uceg =5 V, f = 1kHz hgle —_ 75 —
Admitancja wyjsciowa

przy Ic = 2mA,

UCE =75 V, f = 1kaZ hgge —_ 10 —
Czas wilgczania - '
przy Ic = 200 mA,

. 131 =\'_IBg = 40 mA
Czas wylaczania
przy Ic = 200 mA, .
Igy = —Igs =40 mA torr — 300 —

' Ce — — 500
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Zalezno§¢ temperaturowa mocy strat Pc = f(t)
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Charakterystyka wyjsciowa Ic = f (Ucg); I — pa-

rametr
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Charakterystyka wejéciowa Is = f (Usg); Uce — pa-

rametr

Zalezno§é temperaturowa pradu zerowego Icso =

= f (tamb)
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\ 0 gep 579
fr| BFP520
[Mwg]|_BFP 521
20 ’amb =275 //
Ueg =10V
. 74 f=100MHz
200 gFp 519 - / -
hue| BFP520 /
BFP521 ' 200
I
150 -y
+100°C L
100 - u = '
v +25°C A - 100
T vl
=
50 - we
- 0
o , 0 Ie[mA] ™ 0 4 8 7 4]
Zalezno§¢ statycznego wspoéiczynnika wzmocnienia . Zalezno§¢ czestotliwo$ci granicznej od pradu kolek-
pradowego od pradu kolektora hgz = f (I¢) tora fr = f (I¢c)
Drgmsm |- C [T LT
BFP520 N U =23V - BFP 520
F_ | grps2t [ag] r= ke —~— 8P 521
28] sF—Ng Ham =25% N '//
U[£=5V \‘\? ?\ vV
Ir =02mA ".‘f@ Qe
Rs =2k 2 - 7 <
10 tomp=25°C 4 ) S
CN T v&/
N e
5 ? " M- -
N 1
°a 1 B fRHg 0 0o 07 T Lmd]
Zalezno§é wspoblczynnika szuméw od czestotliwosei Zalezno§¢ wspoOlczynnika szuméw od pradu kolek-
F=1(® ‘ tora F =f(I¢)
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